Technicka specifikace

Ugelem vybérového Fizeni je nakup modulti pro GAmma-ray Detector Around the Secondary
Target (GADAST). GADAST je kompaktni detekéni pole uréené k méfeni gama, které bude
umisténo ve fokalni roviné FMF2 ve stfedu Super-FRS. Detektor musi byt schopen rozlisit
vétSinu jednoduchych kaskad gama pochazejicich ze vzbuzenych stavi lehkych a
stfednétézkych exotickych jader. Musi byt flexibilné usporadatelny kolem sekundarniho terce
v zavislosti na poc¢tu pouzitych modull a specifikaci studovaného fyzikalniho jevu. Toto
vybéroveé fizeni se tyka modult s krystaly Csl (TI).

Kazdy modul bude sestavat ze scintilatoru Csl(Tl) zabaleného do reflekéniho obalu a
pfipojeného k fotonasobi€i. Kazdy z pozadovanych modulll bude pfipojen ke specialni
elektronice. Tato elektronika neni pfedmétem vybérového fizeni. Detektory musi byt
schopny pracovat pfi ¢etnosti udalosti az 30000 s™.

Rozméry a pocet moduld

Kazdy krystal se zuZuje jak k pfedni, tak k detekCni ploSe a Ize jej popsat jako sjednoceni
dvou asymetrickych zkosenych pyramid. Toto nabidkové fizeni se tyka nakupu 32 moduld.
Rozméry a tolerance krystalu jsou uvedeny na pfipojeném vykresu.

Fyzikalni kvalita krystalU

V materialu scintilatoru pro krystaly jsou povoleny nasledujici inkluze:
Velikost do 0,3 mm - neuvedena

Velikost 0,3 - 0,7 mm - 6 ks

Velikost 0,7 - 0,9 mm - 2 ks

Velikost> 0,9 mm - neni povolena

VSechny krystaly musi byt testovany na inkluze proti bilé odrazné ploSe. Fotografie vysoké
kvality musi byt poskytnuta jako dukaz kvality krystalu.

Odchylky ve svételném vytéZku mezi libovolnymi dvéma krystaly stejné geometrie mérené
pomoci stejného fotonasobice producentem krystalu nesmi byt vy$si nez 25%.

Odecet

Odecet svétla musi byt proveden pomoci fotonasobi¢t (PMT), které jsou opticky spojeny s
krystaly dvoukomponentnim, bezbarvym, transparentnim, cCistym optickym lepidlem s
dostate€nou pruznosti.

Celni povrch fotonasobite musi byt &tvercovy v souladu s odeéitaci plochou krystalu, citliva
oblast fotonasobite musi byt &tvercového tvaru a vétsi nez 20x20 mm?. Celkova délka
fotonasobice (v&etné kolik) by neméla pfesahnout 30 mm.



Nominalni kvantova efektivita fotokatody by méla byt vysSi nez 9% pfi vinové délce svétla
600 nm.

Anodové napajeci napéti by nemélo byt vy$Si nez 1000 V. Temny proud na anodé by nemél
prekro€it 100 nA. Pulzni linearita by neméla byt vy8si nez 3% pro anodovy proud do vySe 30
mA. Sitka nab&zné hrany signalu a doba prichodu by méla byt niz$i nez 3 a 10 ns.
Ocekavana provozni teplota modull je v rozsahu od 290 do 320 K.

Soucasti dodavky musi byt jeden délic napéti takového typu, ktery poskytuje nejlepsi
linearitu odezvy dodavanych fotonasobic¢l. Uvedené hodnoty musi byt testovany pomoci
tohoto délice.

Rozliseni

RozliSeni se méfi ozafenim celého pfedniho povrchu kazdého modulu (sestavajiciho z
krystaly Csl(Tl), jeho vlastniho fotonasobi¢e a reflexniho pokryti) paprsky gama s energii
662 keV emitovanymi obvyklym zaficem *’Cs ze vzdalenosti 10 cm v normalovém sméru k
odecitaci plose modulu. Tézisté piku uplné absorpce se uvede v protokolu méreni. Rozliseni

v procentech, které je dano pomérem FWHM piku Uplné absorpce a tézZistém tohoto piku,
bude zméfeno a uvedeno v protokolu spolu s informacemi o podminkach méfeni.

Energetické rozliSeni kazdého modulu musi byt mensi nez AE/E = 10% FWHM pfi E,= 662
keV (*’Cs), za podminky vySeuvedeného zplisobu ozafeni paprsky gama.

Uniformita svételného vytézku krystalu

Uniformita svételného vytézku se méfi podél délky krystalu pro kazdy modul (sestavajici z
krystalu Csl (Tl), jeho vlastniho fotonasobice a reflexniho obalu).

Prvni méfici bod by mél byt 10 mm od vystupniho povrchu s naslednymi body ve vzdalenosti
20 mm a posledni bod by nemél byt blize nez 10 mm od druhého koncového povrchu
krystalu. Méfeni se provadi pomoci kolimovaného svazku '*’Cs umisténym kolmo k hlavni
ose krystalu, nad jednou z tenkych dlouhych faset, pfi¢emz zdroj se pfemistuje po celé
délce krystalu podél centralni linie této fasety. Olovény kolimator by mél mit tloustku 40 mm
s otvorem o primeéru 6 mm. Svételny vytézek je urCen tézistém piku uplné absorpce, jak je
uvedeno vyse.

Timto zplsobem méfenda nerovnomérnost svételného vytéZku nesmi prekroCit 5%.
PoZzadavek je definovan pomoci nerovnomérnosti svételného vykonu, ALO, podle formule

ALO = (LOpax —LOpin )LO4yerage < 5%,

kde LO,. a LO,,, jsou maximalni a minimalni hodnoty svételného vytéZku mérené po celé
délce krystaly. LO,yerage j€ Prameér téchto dvou hodnot.

RozliSeni v procentech, dané pomérem FWHM piku Uplné absorpce a jeho tézisté, se také
meéfi v kazdém bodé podél krystalu zpisobem uvedenym vySe.



Svételny vytézek a rozliSeni musi byt zaznamenano v protokolu pro kazdy méfreny bod.

Lapovani krystalu

Individualni lapovani se aplikuje na jednu nebo nékolik stran krystald, je-li to nutné k
dosazeni pozadované uniformity svételného vystupu. Tyto fasety mohou byt proto lestény,
matovany nebo oSetfovany kombinaci téchto metod.

Baleni krystalU

Pro zlepSeni uniformity sbéru svétla musi byt scintilaéni krystaly obaleny vodotésné a musi
byt chranény pfed atmosférickou vihkosti. Obalovy material musi zajiStovat reflexi svétla na
urovni alespon 97% a jeho tloustka nesmi pfekroc€it 100 um.

Vykresy

Vykres jsou pfilohou tohoto dokumentu.



